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結晶性酸化物半導体（Oxide Semiconductor：OS）を用いた電子デバイスは注目されており、活

発な研究開発が行われている。OS を用いたディスプレイは、TV やスマートフォンの様々な商品に

用いられ広がりを見せている。以前より、我々はこのようなトランジスタ製品に採用可能なもの

として、結晶性 IGZO を用いる事により、高い安定性を得ることが出来ることを報告している。結

晶性 IGZO の種類としては、c軸配向性結晶（c-axis aligned crystal：CAAC）IGZO とナノサイズ

の結晶成分を持つナノクリスタル（nano-crystalline）IGZO の報告を行っている。また、

In:Ga:Zn=1:1:1 の IGZO(IGZO(111))膜において、膜組成に着目した評価により、より高い FET 駆

動能力を有する OS 膜では、コンポジットのような状態であることが示唆される結果を得ている。

これらは結晶とアモルファスの間の新しい境界領域の材料であるとの指摘もある[1]。OS 膜の分

類に関してまとめたのを表 1 に示す。今回、以前評価を行った膜中の組成に着目した評価に関し

て、IGZO(111)ではなく In がより多い組成で行った。 

IGZO 膜は、AC スパッタを用い、酸素流量比（O2/（Ar+O2））は 10%と設定し、室温で成膜を行

った。得られた膜に対し、STEM 観察した領域に対して複数の箇所を選択し、EDX 分析を行い In, Ga, 

Zn の組成比を調べた結果、In の EDX マップにおいて、In が多い領域と In が少ない領域とでは組

成比が大きく異なることが確認できた。Zn はいずれの箇所でも同程度全体的に存在するが、In が

多い領域と少ない領域とでは、In を主とする成分と Ga を主とする成分とが互いに分離して存在

していることがわかった。このことから、ターゲットレベルでは等質的な IGZO 化合物を用いても、

成膜中に Ar でスパッタされることにより膜では、組成成分が偏在しており、コンポジット（複合

化合物）といえる構成に近いのではないかと考える。 

Table 1. OS 膜の分類 
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